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(57) Мікроелектронний пристрій для виміру тиску,
який містить джерело постійної напруги і резистор,
який відрізняється тим, що введені тензочутли-
вий тунельно-резонансний діод, пасивна індуктив-

ність і конденсатор, причому перший полюс дже-
рела постійної напруги з'єднаний з першим виво-
дом резистора, першим виводом конденсатора і
першим виводом тензочутливого тунельно-резона-
нсного діода, а другий вивід тензочутливого туне-
льно-резонансного діода з'єднаний з першим ви-
водом пасивної індуктивності, до якого підключена
перша вихідна клема, при цьому другий вивід па-
сивної індуктивності з'єднаний з другим полюсом
джерела постійної напруги, другим виводом кон-
денсатора і другим виводом резистора, які утво-
рюють загальну шину, до якої підключена вихідна
клема.

Винахід належить до області контрольно-вимі-
рювальної техніки і може бути використаний як да-
тчик тиску в різноманітних пристроях автоматично-
го керування.

Відомий пристрій для виміру тиску, який скла-
дається з кремнієвої пластини, частину якої витра-
влено до утворення тонкої мембрани. Методом
іонної імплантації на мембрані виконують резисти-
вні елементи з міжз'єднаннями. Чотири однотипні
п'єзорезистори утворюють міст, при цьому два ре-
зистори з'єднані так, що при прогині мембрани їх-
ній опір зростає, а у інших двох резисторів - змен-
шується. Вихідна напруга в цьому випадку пропо-
рційна тиску, але її величина 0,1 В недостатня для
подальшої обробки сигналу, тому її потрібно під-
силити приблизно до 1 В. Таке підсилення викону-
ється за допомогою операційних підсилювачів
(див.: Г. Виглеб. Датчики. - М.: Мир, 1989. - С. 62 -
71).

Недоліком такого пристрою є мала чутливість і
точність виміру тиску, що визначається механіч-
ними властивостями тонкої мембрани.

За прототип обрано пристрій для виміру тис-
ку - тензодіод (див.: Викулин И.М., Стафеев В.И.
Физика полупроводниковых приборов. - М.: Радио
и связь, 1990. - С. 212-214, рис. 7.9).

Пристрій складається з чутливого до тиску ді-
ода, джерела постійної напруги і резистора. Зміна
тиску призводить до зміни струму,  який,  в свою
чергу, змінює вихідну напругу пристрою.

Недоліком такого пристрою є мала чутливість і
точність виміру тиску, що визначається невеликою
зміною струму при значних тисках.

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення напівпровідникового пристрою для виміру
тиску,  в якому за рахунок введення нових блоків і
зв'язків між ними досягається перетворення тиску
у частоту, що призводить до підвищення чутливо-
сті і точності виміру тиску.

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій, який містить джерело постійної напруги і
резистор, введено тензочутливий тунельно-резо-
нансний діод, пасивну індуктивність і конденсатор,
причому перший полюс джерела постійної напруги
з'єднаний з першим виводом резистора, першим
виводом конденсатора і першим виводом тензочу-
тливого тунельно-резонансного діода, а другий
вивід тензочутливого тунельно-резонансного діода
з'єднаний з першим виводом пасивної індуктивно-
сті, до якого підключена перша вихідна клема, при
цьому другий вивід пасивної індуктивності з'єдна-
ний з другим полюсом джерела постійної напруги,
другим виводом конденсатора і другим виводом
резистора, які утворюють загальну шину, до якої
підключена друга вихідна клема.

Використання запропонованого пристрою для
виміру тиску суттєво підвищує діапазон виміру ін-
формативного параметру за рахунок використання
ємнісного елемента коливального контуру у ви-
гляді чутливого до тиску тунельно-резонансного
діода, в якому зміна ємнісної складової повного
опору тензочутливого тунельно-резонансного діо-
да під дією тиску перетворюється в ефективну
зміну резонансної частоти, а також за рахунок мо-
жливості лінеаризація функції перетворення шля-
хом вибору величини напруги живлення.
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На кресленні (фіг.) надано схему мікроелект-
ронного пристрою для виміру тиску. Пристрій міс-
тить джерело постійної напруги 1, яке здійснює
живлення через резистор 2 і конденсатор 3 тензо-
чутливого тунельно-резонансного діода 4. Пасив-
на індуктивність 5 підключена послідовно з джере-
лом постійної напруги 1. Вихід пристрою утворе-
ний виводом тензочутливого тунельно-резонан-
сного діода 4 і загальною шиною.

Мікроелектронний пристрій для виміру тиску
працює таким чином. В початковий момент часу
тиск не діє на тензочутливий тунельно-резонан-
сний діод 4. Підвищенням напруги джерела 1 до
величини, коли на електродах тензочутливого ту-
нельно-резонансного діода 4 виникає від'ємний

опір, який призводить до виникнення електричних
коливань в контурі, утвореним послідовним вклю-
ченням повного опору з ємнісним характером на
електродах тензочутливого тунельно-резонансно-
го діода 4 та індуктивним опором пасивної індук-
тивності 5. Резистор 2 і конденсатор 3 стабілізують
режим живлення і запобігають проходженню змін-
ного струму через джерело напруги 1. При наступ-
ній дії тиску на тензочутливий тунельно-резонан-
сний діод 4 змінюється його повний опір, що при-
зводить до зміни ємнісної складової повного опору
на електродах тензочутливого тунельно-резонан-
сного діода 4, а це викликає зміну резонансної ча-
стоти коливального контуру.
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